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Abstract (en)
The reflector (1) has a light source point (5) which is provided at the center of emitting surface (8) of light source (6). The light source is provided in
a recess (7) such that center of emitting surface of light source is in correspondence with light source point. The facets are provided with a curved
surface. The radius of curvature of facets is varied in transverse and longitudinal directions. The spacing between the facets is in correspondence
with the spacing between the midpoint of facet and light source point.

Abstract (de)
Um bei einem Reflektor fur Halbleiterlichtquellen, insbesondere fiir ein Downlight, der einen durch eine Reflektorumwandung begrenzten Innenraum
sowie eine Lichtaustrittsseite umfasst, die an einem Langsende des Reflektors angeordnet ist und an der der Innenraum offen ist, wobei in dem
Innenraum und in Querrichtung des Reflektors umfanglich von der Reflektorumwandung umgeben ein Lichtquellenpunkt (5) vorgesehen ist,
an dem ein Mittelpunkt einer emittierenden Flache (8) einer Lichtquelle (6) in dem Reflektor anordenbar ist, wobei die Reflektorumwandung
eine Aussparung aufweist, durch die eine in dem Reflektor angeordnete Lichtquelle elektrisch kontaktierbar und fixierbar ist, wobei an der dem
Innenraum zugewandten Innenseite der Reflektorumwandung Facetten (9) angeordnet sind, die eine reflektierende und in Langsrichtung und/oder
Querrichtung gewdlbte Oberflache aufweisen, zu vermeiden, dass die Lichtdurchmischung in dem Reflektor gerade durch die Aufweitung des von
der Halbleiterlichtquelle emittierten Lichtstrahls Uber die Streuung an den Facettenoberflachen erreicht wird schlagt die Erfindung vor, dass der der
Wblbung in Langsrichtung zugeordnete Krimmungsradius der Facetten, gemittelt Gber sémtliche Facetten, deren Oberflachenmittelpunkt denselben
Abstand von dem Lichtquellenpunkt hat, in Abhéangigkeit von diesem Facettenabstand variiert.
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